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TlInTe; kristallar1 TISe qurulus tipinds (/4/mcm) kristallasir vo asagida gos-
torilon parametrlors malikdir: a=8,494A; c=7,1814; ¢/a=0,845; 7=4; d=7,36q/sm>.
Bu kristallar A3B3C;¢ tip birlosmolor (harada ki, A-Te, B-Ga,In, C-S,Se, Te) sinfino
moxsusdur. TlInTe; kristalinda kimyovi slago ion- kovalent xarakterlidir [1].

Sakil 1. (a,b)-ds y-kvantlarla stialandirilmis TlInTe; kristallarinda xiisusi
elektrikkeciriciliyinin temperatur asililig1 verilmisdir.

y-kvantlarla stialandirilmis TlInTe; vo TlinTez04 (4at.%) Kristallarinin
xtisusi elektrikkeciriciliyi 100-300 K temperatur intervalinda todqiq edilmis-
dir. Miisyyan edilmisdir ki, asqarsiz TlInTe; kristalinda D<50 Mrad dozala-
rinda yaranan defektlor donor tobistli olub va zoncir miistsvisina paralel isti-
gamsatds (EIC) paylanma tstiinluk tagkil edir. D>50 Mrad dozalarda iss yara-
nan defektlor akseptor tobistlidir va zancir miistavisine perpendikulyar istiqa-
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motdo (E L C) iistiinliik togkil edir. p-TlInTe, kristalinin EIC istigamotdo ra-
diasiyaya davamlilig yiiksak vo Te atomunun stexiometrik artiqliqh kristalda
E L C istigamotinds iso radiasiyaya davamliliq asagidir. y-kvantlarla siialandi-
rilmis p-TlInTez04 kristallarin xassslorini defekt-asqar assosiasiyasinin qarsi-
ligh tosirini idare etmokls kristalin radiasiyaya davamliligini ve anizotropik
xassolorini idare etmok miimkiindiir.
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Sak. 1. TlInTez (a,b) kristallarinda miixtalif kristallografik istigamatlords ¢okilmis
xiisusi elektrik kegiriciliyinin temperatur asililiglari: a-zencir miistovisins paralel; b-
zoncir miistovisins perpendikulyar.

Sakil 2. (a,b)-do y-kvantlarla stialandirilmis TlInTe2,04 kristallarinda
xuisusi elektrikkeciriciliyinin temperatur asililig1 verilmisdir.
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Sak. 2. TlInTez,04 (a,b) kristallarinda miixtolif kristallografik istiqgamatlords ¢okilmis
xiisusi elektrik keciriciliyinin temperatur asililiglari: a-zoncir miistovisins paralel; b-
zoncir miistovisine perpendikulyar.
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